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본   안에  사 클 트  운동(  운동)하고 는 에 하여 사 클 트  주 수  동 한

(Microwave)  주어 생하는  사 클 트  공 (ECR:Electron Cyclotron Resonance)상태에 가스

도 하여 플라 마  생시키는 ECR 플라 마 생 치 , (Microwave)가 는  1 도 ; 상  

(뒷 에 계 )

  도 - 도2
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도  개 단  연 고, 상  도  개 단  채꼴 상  개하여 상   하

한   안 나;  상   안 나  에  치 고,  상   안 나  연통 어  내  상  가

고, 가 개   2 도 ; 상   2 도  개   폐하고, 상   2 도  내

   하측 향  달시키는 체창; 상  체창  통해 달  가 통과  

한 복수  슬릿  치 고,  웃하는 슬릿들 사 에  치 , 상  슬릿  통과하는 에 

하는 공진  하  한  치 물;  상   치 물  하  치한 ECR 플라 마

생 역  포함하고, 상  플라 마 생 역  플라 마 생 가스가 주 고, 상  체창  통해 

달  , 상  공진 ,  상  주  플라 마 생 가스에 하여, ECR 플라 마가 상  ECR 플라

마 생 역에 생하는, ECR 플라 마 생 치에 한 것 다.
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특허청  

청 항 1 

 안에  사 클 트  운동(  운동)하고 는 에 하여 사 클 트  주 수  동 한 

(Microwave)  주어 생하는  사 클 트  공 (ECR:Electron Cyclotron Resonance)상태에 가스  도

하여 플라 마  생시키는 ECR 플라 마 생 치 ,

(Microwave)가 는  1 도 ;

상  도  개 단  연 고, 상  도  개 단  채꼴 상  개하여 상   

하  한  안 나;

상   안 나  에 치 고, 상   안 나  연통 어 내  상  가 고, 가 개

  2 도 ;

상   2 도  개   폐하고, 상   2 도  내    하측 향  

달시키는 체창;

상  체창  통해 달  가 통과  한 복수  슬릿  치 고,  웃하는 슬릿들 사 에

 치 , 상  슬릿  통과하는 에 하는 공진  하  한  치 물;  

상   치 물  하  치한 ECR 플라 마 생 역  포함하고,

상  플라 마 생 역  플라 마 생 가스가 주 고,

상  체창  통해 달  , 상  공진 ,  상  주  플라 마 생 가스에 하여, ECR

플라 마가 상  ECR 플라 마 생 역에 생하는,

ECR 플라 마 생 치

청 항 2 

1항에 어 ,

상  체창   또는 알루미나 계열  재질 ,

ECR 플라 마 생 치.

청 항 3 

1항에 어 ,

상  플라 마 생 가스는 아 곤 가스(Ar), 질  가스(N2)  어느 하나 ,

ECR 플라 마 생 치.

청 항 4 

1항에 어 ,

상   치 물 :

스 , 상  스  상   하  수직  통하는 하나 상  슬릿,  웃하는 슬릿들 사

에  복수  수 공간  포함하는 스;

상  각 수 공간들  내 에 치 는 다수  ;

상  각 수 공간들  내 에 치 고, 냉각수가 순  상   냉각시키  한 다수  냉각수 라

 포함하는,

ECR 플라 마 생 치.
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청 항 5 

4항에 어 ,

상  다수   상  각 수 공간들  내 에  한  루도  치 , 한  루는 들  

상 는 극(magnetic pole)끼리 마주하도  치 고, 한  루는 들  사 에는 상  냉각수 라

 치 는,

ECR 플라 마 생 치.

청 항 6 

4항에 어 ,

상  스  상  수 공간들 내 에 치 고, 상  수 공간 내   측   상 에 치 , 상

들  어  상  들에 한  상  스  상  는 것  차단하  한 

개  포함하는,

ECR 플라 마 생 치.

청 항 7 

6항에 어 ,

상  개 는 는 질  가지는, 

ECR 플라 마 생 치.

청 항 8 

6항에 어 ,

상  개  재질  연철 ,

ECR 플라 마 생 치.

청 항 9 

1항 또는 6항에 어 ,

상   1 도 , 상   안 나, 상   2 도  내  삽 고, 상   진행 향과 평행하게

치 는 어도 하나  삽 체  가  포함하는,

ECR 플라 마 생 치.

청 항 10 

9항에 어 ,

상  삽 체는 원  상 ,

ECR 플라 마 생 치.

청 항 11 

9항에 어 ,

상  삽 체는 원  상  향에 라 간격    에 치한 재  포함하는,

ECR 플라 마 생 치.

청 항 12 

10항에 어 ,
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상  삽 체는  향에 라   가능하도  ,

ECR 플라 마 생 치.

청 항 13 

8항에 어 ,

상   치 물  하 에 치 고, 내 가 진공 , 플라 마  처리  상  치하는 공  챔  

상   치 물과 상  공  챔  나누는 경계막  포함하고,

상  경계막  다수  개  가지고, 

상  다수  개  통해 상  ECR 플라 마가 상  공  챔  달 는, 

ECR 플라 마 생 치.

청 항 14 

1항에 어 ,

상  는 2.45 GHz  주 수  가지 , 상  공진  875 가우스 ,

ECR 플라 마 생 치.

청 항 15 

13항에 어 ,

상  공  챔 는 공 가스가 주  수 는 주  포함하는,

ECR 플라 마 생 치.

청 항 16 

15항에 어 ,

상  공  가스는 막 착  해 , SiH4, SiH2Cl2, SiHCl3, SiCl4, GeH4, B2H6, BBr3, BCl3, AsH3, PH3, TeH2,

SnCl4, GeCl4, WF6, NH3, CH4, Cl2,  MoF6  는  택 는 하나 상  가스 고,

식각 나  해 , SiF4, CF4, C3F8, C2F6, CHF3, CClF3, NF3, CF4, C2F6, C3F8,   SF6  는 

 택 는 하나 상  가스 , 

ECR 플라 마 생 치.

  

 술  야

본  ECR 플라 마 생 치에 한 것 다. 욱 상 하게는  역에 ECR 플라 마  생시킬 수 [0001]

는 ECR 플라 마 생 치에 한 것 다.

 경  술

미  알 진   같  ECR  플라 마  생 치는   사 클 트  공 상(ECR:Electron  Cyclotron[0002]

Resonance)  하는 것 다.  사 클 트  공 상 ,  안에  사 클 트  운동(  운동)하

고 는 에 하여 사 클 트  주 수  동 한 (Microwave)  주  공  어나는 상태  말한

다.

ECR 플라 마 생 치는  사 클 트  공 상  하  하여, 필수   건  [0003]

  건, ECR 생 역에 한  다.  하여,  ECR 플라 마 생 치는 챔

, 챔  측에 치 는   한 도 ,  진행 향과 평행하거나 수직한 향에 

치하도  챔  내에 치 는   한   또는  , 챔  측에 치 고 ECR 플
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라 마 생 역  가스  주 하  한 가스주 가 비  수 다.

ECR 플라 마 생 치는 ECR 생 역에  ECR 플라 마  생 하  하여,   또는  에 해[0004]

챔  내 에   상태에  도  통해 챔  내  가 , 에 한 

주 수   주 수가 치하여  사 클 트  공 상  생 고, 상  ECR 역에 가스  주

하  가스가  어 플라 마가  고 플라 마 내 는  역  지나  공  상에 해 가

 어 큰 에 지  얻게 고 에 해   벽  산 실  감 하여 체   

가하  문에 고 도 플라 마가 생한다.

러한 ECR 플라 마 생 치는 도체, 스플   재료 등  처리 시 에  착, 식각 또는 처리 등[0005]

 공  한 ECR 플라 마 스   수 다.

그러나  ECR 플라 마 생 치는  하  하여 도  는 , 도  한  특[0006]

 피 스에 해 도  통해 가  수 는 역  한  수 에 없다. 라  래  ECR

플라 마 생 치는 ECR 플라 마 생 역  해질 수 에 없 , 한 ECR 플라 마 생 역 내에

 ECR 플라 마가 생 므  도체 처리 시 에 는 경우,  도체  처리가 가능하고,

하나   복  공  챔  내  하여 처리할 수 에 없었다.

 내

해결하 는 과

본   가 는 도  개 단  할 수 고, 도  에 라  [0007]

 역에 걸쳐   고 게 할 수 므  ECR 플라 마 생 역  게 할 수 도  한 ECR

플라 마 생 치  공하는  다.

과  해결 수단

러한  달 하  해 본   실시 에  ECR 플라 마 생 치는,  안에  사 클 트[0008]

 운동(  운동)하고 는 에 하여 사 클 트  주 수  동 한 (Microwave)  주어 생하는

 사 클 트  공 (ECR:Electron Cyclotron Resonance)상태에 가스  도 하여 플라 마  생시키는 ECR

플라 마 생 치 , (Microwave)가 는  1 도 ; 상  도  개 단  연 고,

상  도  개 단  채꼴 상  개하여 상   하  한  안 나; 상   안 나

에 치 고, 상   안 나  연통 어 내  상  가 고, 가 개   2 도 ;

상   2 도  개   폐하고, 상   2 도  내    하측 향  

달시키는 체창; 상  체창  통해 달  가 통과  한 복수  슬릿  치 고,  웃

하는 슬릿들 사 에  치 , 상  슬릿  통과하는 에 하는 공진  하  한

 치 물;  상   치 물  하  치한 ECR 플라 마 생 역  포함하고, 상  플라

마 생 역  플라 마 생 가스가 주 고, 상  체창  통해 달  , 상  공진 , 

상  주  플라 마 생 가스에 하여, ECR 플라 마가 상  ECR 플라 마 생 역에 생한다. ,

상  는 2.45 GHz  주 수  가지 , 상  공진  875 가우스  수 다.

여 , 상  체창   ,  또는 알루미나 계열  재질  루어질 수 고, 상  플라 마 생[0009]

가스는  , 아 곤 가스, 질  가스  어느 하나  수 다.

한편, 상   치 물  스, 다수  , 다수  냉각수 라  포함할 수 다. 상  스는 상[0010]

  하  수직  통하는 하나 상  슬릿들 사 에  복수  수 공간  포함할 수 고, 각

수 공간들  내 에는 상   치  수 고, 또한 각 수 공간들  내 에는 상  냉각수 라  치

 수 다. 상  냉각수 라  냉각수가 순  상   냉각시키  한 것 다.

, 다수   상  각 수 공간들  내 에  한  루도  치  수 고, 한  루는 들[0011]

  상 는 극(magnetic pole)끼리 마주하도  치  수 , 한  루는 들  사 에는

상  냉각수 라  치  수 다. 

한편 상   치 물  개  가  포함할 수 다. 상  개 는 상  스  상  수[0012]

공간들 내 에 치 고, 상  수 공간 내   측   상 에 치 , 상  들  어

상  들에 한  상  스  상  는 것  차단할 수 다. 러한 개 는 
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는 질  가지는 재료 다. 람직하게는 연철  수 다.

상  ECR 플라 마 생 치는 ECR 플라 마  스  하여,  들 , 도체, 스플   재료 등  처리[0013]

상물  처리하는   수 다.  해, 상   치 물  하 에 치 고, 내 가 진공 ,

플라 마  처리  상  치하는 공  챔   상   치 물과 상  공  챔  나누는 경계막

포함할 수 다. 상  경계막  다수  개  가질 수 고, 상  다수  개  통해 상  ECR 플라 마가 상

 공  챔  달  수 다.

본   가  실시 에  ,  상   1  도 ,  상   안 나,  상   2  도  내[0014]

삽 고, 상   진행 향과 평행하게 치 는 어도 하나  삽 체  포함할 수 다.  , 상

 삽 체는 원  상  수 다. 삽 체   통해, 가 다수  슬릿  균 하게 통과할 수 고,

슬릿 아래에  생 는  균 하게 포  수 다.

상  공  가스는 막 착  해 , SiH4, SiH2Cl2, SiHCl3, SiCl4, GeH4, B2H6, BBr3, BCl3, AsH3, PH3, TeH2,[0015]

SnCl4, GeCl4, WF6, NH3, CH4, Cl2,  MoF6  는  택 는 하나 상  가스 고, 식각 나

 해 , SiF4, CF4, C3F8, C2F6, CHF3, CClF3, NF3, CF4, C2F6, C3F8,   SF6  는  

택 는 하나 상  가스 다.

 과

본 에  ECR 플라 마 생 치는 ECR 플라 마 생 역  게 할 수 고, ECR 플라 마 생[0016]

역  게 므  ECR 플라 마   역  할 수 , 러한 특징에 라  도체

등   처리가 가능할 뿐 아니라, 다수  도체 등   동시에 처리하는 것도 가능할 수 다.

도  간단한 

도 1  본   실시 에  ECR 플라 마 생 치   나타낸 사시도 다.[0017]

도 2는 도 1  단 도 다.

도 3  도 2에 도시   치 물에   는 상태  나타낸   단 도 다.

도  4는  본   가  실시 에   ECR  플라 마  생 치에  삽 체가  치  상태  나타낸

사시도 다.

도 5는 삽 체  다  태  나타낸 사시도 다.

도 6  삽 체가 없는 상태   했   경우  슬릿 아래에  생 는  포 과  

하  한 시물  결과  나타낸다.

도 7  도 4에 도시  삽 체가 1 도 ,  안 나, 2 도  내  삽  상태   했

  통해 슬릿 아래에  생 는  포 과  하  한 시물  결과  나타낸다.

도 8  도 5에 도시  삽 체가 1 도 ,  안 나, 2 도  내  삽  상태   했

  통해 슬릿 아래에  생 는  포 과  하  한 시물  결과  나타낸다.

다양한 실시 들   도  참 하여 , 체 도 에  걸쳐 사한 도 는 사한 엘리 트

나타내  해  사 다.  해 본 에 , 다양한 들  본  해  공하  해  

시 다. 그러나 러한 실시 들  러한 특   없 도 실행  수  하다. 다 들에 , 공지

  치들  실시 들   하게 하  해  블 다 아그램 태  시 다.

 실시하  한 체  내

하   본  실시 에 한 본  해  공하  해  하나 상  실시 들  간략  [0018]

 공한다. 본  든 가능한 실시 들에 한 포  개 는 아니 , 든 엘리 트들  핵심 엘리

트  식별하거나, 든 실시   커 하고  할 도도 아니다. 그 한  후에 시 는 상

한 에 한 도  간략  태  하나 상  실시 들  개  공하  함 다.

본   안에  사 클 트  운동(  운동)하고 는 에 하여 사 클 트  주 수  동 한[0019]
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(Microwave)  주어 생하는  사 클 트  공 (ECR:Electron Cyclotron Resonance)상태에 가스

도 하여 플라 마  생시키는 ECR 플라 마 생 치 다.

도 1  본   실시 에  ECR 플라 마 생 치   나타낸 사시도 고, 도 2는 도 1  단[0020]

도 , 도 3  도 2에 도시   치 물에   는 상태  나타낸   단 도 다.

도 1 내지 도 3  참 하 , 본   사 클 트  공  상태  공하고, 가스  도 하여 플라 마[0021]

생시키  하여,  1  도 (110),   안 나(120),  2  도 (130),  체창(140),   치 물

(150), ECR 플라 마 생 역(160)  포함할 수 다.

1 도 (110),  안 나(120), 2 도 (130)   연통하여  하  한  수 다.[0022]

1 도 (110)  마 크 웨 브 진 (미도시)  연결 고, 마 크 웨 브 진  가 [0023]

수 다.  , 1 도 (110)  2.45GHz  주 수  가  수 는 피 스  갖는 도

 수 다. 그리고 마 크 웨 브 진 는 2.45GHz  주 수   진하는 마그 트  사

 수 다. 

 안 나(120)는 역  갖는 안 나 , 1 도 (110)  특  피 스에 라 한 는 득  여[0024]

1 도 (110)  단 보다 큰 단  갖는 2 도 (130) 내   하여 역  

 달할 수 다.   해,   안 나(120)는 1  도 (110)  개 단  연 고, 1  도

(110)  개 단  채꼴 상  개하도  채꼴 상  가질 수 다. 라   안 나(120)는 1 도

(110)  는  큰 단  갖는 2 도 (130)  내  하게   포시킬 수 

다.

2 도 (130)  1 도 (110)  단 보다 큰 단  가질 수 다.  들 , 2 도 (130)  단[0025]

  안 나(120)  개  개 단  단 과 동 할 수 고, 단 에 하는   갖는 직

체 또는 체 상  수 다. 2 도 (130)  내  공간에는 1 도 (110)   안 나(120)

통해 는 가 공   포  수 다.  , 2 도 (130)  는 개  수 다. 개

  통해 2 도 (130)  내  공간  공  가  수 고, 개   통해 

는 는 체창(140)  통하여 2 도 (130)  하측 향  달  수 다.

체창(140)  2 도 (130) 내  공간에 공   하측 향,   치 물(150)측  [0026]

달할 수 다.  하측 향  달하  하여,  들 , 체창(140)   또는 알루미나 계열

 재질   수 다. 체창(140)  2 도 (130)   과 동 한  갖는 플 트 

상   수 고, 2 도 (130)  개   폐할 수 다.

 치 물(150)  체창(140)  통해 달 는  공 할 수 는 공진  할 수 [0027]

다.  ,  치 물(150)  공진  하  하여, 가 통과할 수 는 하나 상

슬릿(151a)  할 수 고, 하나 상  슬릿(151a)들 사 에 (152)  치 도   수 다.

 치 물(150)  슬릿(151a)  (152)  치  하여, 스(151)  포함할 수 다.  ,[0028]

스(151)는 2 도 (130)  체창(140)  과 동 한   갖는 직 체 상  수 고,

슬릿(151a)  스(151)  상   하  수직  통하도   수 , 슬릿(151a)  스

(151)에  간격  다수 열  수 다. 하나 상  슬릿(151a)  스(151)  향 또는 향

 게 연  수 고, 그 연  는 2 도 (130)  스(151)가 갖는 에 근 하는  연

 수 다. 하나 상  슬릿(151a)에는 체창(140)  통해 달 는 가 통과  수 다. 슬릿(151

a)  통과하는 는,  들 , 2.45GHz   수 다.

그리고  웃하는 슬릿(151a)들 사 에는 복수  수 공간(151b)   수 고, 각 수 공간(151b)들[0029]

내 에는 복수  (152)  치  수 다.  들 , 복수  (152)  각 수 공간(151b)들  내 에

한  루도  치  수 다. 한  루는 (152)들   상 는 극(magnetic pole)끼리 마

주하도  치  수 다.  상 는 극끼리 마주하도  치  한  (152)에 해 스(15

1)  주변에는   수 다.  는 태는 도 3에 도시 어 다.

스(151) 주변에 는  체창(140)  치한 스(151)  상 에 지  수 는 ,[0030]

스(151)  상 에 지  는 경우, 에 해 체창(140)  상  생  수 는 ,

체창(140)  상  지하  하여, 스(151)  각 수 공간(151b) 내 에는 개 (154)  가
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 포함할 수 다. 개 (154)는 (152)들에 해 는  스(151)  상  는

것  차단할 수 다.  , 개 (154)는 연철  수 고, 각 수 공간(151b) 내   측   상

에 치 어, 각 수 공간(151b) 내  한  (152)  도  치  수 다. 러한 

개 (154)에 해 (152)들에 해 는  스(151)  상  는 것  차단 에 라

(152)들에 해 는  스(151)  하 만  수 다.

한   (152)  통해  스(151)  하  는  ,   들 ,  슬릿(151a)  통과하는[0031]

2.45GHz 주 수에 하는 875 가우스 역  공진  수 다. 라  875 가우스 역  공진 

안에  사 클 트  운동(  운동)하고 는 에 하여 사 클 트  주 수  동 한 2.45GHz  

가 가해지므   치 물(150)  하 에는  사 클 트  공  생  수 다.  사 클 트

 공  생 는 역  ECR 플라 마 생 역(160)  수 다.

 사 클 트  공  생 과 에  스(151)  수 공간(151b) 내에 치  한  (152)  열[0032]

 수 는 , 한  (152)  열  지하  하여, 각 수 공간(151b)  내 에는 한  (152)

사 에 치 는 냉각수 라 (153)  다수 치  수 다.  ,  냉각수 라 (153)   치 물

(150)  냉각수 공  라 (미도시)과 연결 어 냉각수가 공  수 , 냉각수 라 (153) 내  공

는 냉각수  통해 한  (152)  냉각시킬 수 다.

ECR 플라 마 생 역(160)  ECR 플라 마가 생 는 역 다. ECR 플라 마 생 역(160) 내에 는 [0033]

에    같   사 클 트  공  상  생 ,  사 클 트  공  상태에  플라 마

생 가스  주 하 , ECR 플라 마가 생  수 다. 주 는 플라 마 생 가스는,  들 , 아 곤

(Ar) 가스, 질 (N2) 가스  어느 하나  수 다. ECR 플라 마 생 역(160)  에    같

2 도 (130)  큰  고, 슬릿(151a)  2 도 (130)  에 근 하는  연 므

체창(140)  통해 2 도 (130)  달 는 는  역에 걸쳐 달  수 고, 에 

라 ECR 생 역  게  수 고, ECR 플라 마는 ECR 플라 마 생 역(160) 내   역 체에

생  수 다.

러한 본  ECR 플라 마 생 치는 ECR 플라 마  처리  상,  들 , 도체 (W)  처리하[0034]

는   수 다. 도체 (W)  처리는 착, 식각 또는 처리 등  공  말한다.

도체 (W)  처리하는   하여, 본  ECR 플라 마 생 치는 가  공  챔 (171)[0035]

 경계막(172)  포함할 수 다.

공  챔 (171)는 상  ECR 플라 마 생 역(160)  하 에 치할 수 고, 진공 상태 , 공  챔  내[0036]

공간   보 하고,  공  챔  내  공간  폐시킬 수 다. 공  챔 (171)  내  공

간에는 ECR 플라 마  처리  도체 (W)  치할 수 다. 도체 (W)  경계막(172)  하 에 치

할 수 다. 그리고 공  챔 (171)  상 에는 ECR 플라 마 생 역(160)에 플라 마 생 가스  주 하

한 가스 주 (173)가 치  수 다.

경계막(172)  ECR 플라 마 생 역(160)과 공  챔 (171)  나누는 경계막  수 다.  들 , 경계막[0037]

(172)  공  챔 (171)  내 에 치 어 ECR 플라 마 생 역(160)과 도체 (W)  치하는 공간

 나눌 수 다.  , 경계막(172)  공  챔 (171)  내   상에 는 상  수 다. 

들 , 공  챔 (171)가 직 체 상  경우, 사각 플 트 상  수 다. 

 , 경계막(172)  경계막(172)  수직  통하는 다수  개 (172a)  포함할 수 다. 다수  개[0038]

(172a)  통해 ECR 플라 마 생 역(160)에  생 는 ECR 플라 마에 해 생  라 칼(Radical)  공

챔 (171)  내  공간,  경계막(172)  하 에 치하는 처리 상물  도체 (W)에 달  수 다. 

공  챔 (171)는 공 가스가 주  수 는 주 (174)  포함한다. 상  공  가스는  들어, 실리  계[0039]

열 착  한 경우 실란(SiH4)과 같  가스  수 다. 

공 가스  다  ,  막 착  해 ,  SiH4,  SiH2Cl2,  SiHCl3,  SiCl4,  GeH4,  B2H6,  BBr3,  BCl3,  AsH3,[0040]

PH3,  TeH2,  SnCl4,  GeCl4,  WF6,  NH3,  CH4,  Cl2,   MoF6   는   택 는  하나  상

가스 고, 식각 나  해 , SiF4, CF4, C3F8, C2F6, CHF3, CClF3, NF3, CF4, C2F6, C3F8,   SF6  

는  택 는 하나 상  가스  수 다.
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러한 본 에  ECR 플라 마 생 치  하 ,  안 나(120)  하여 도 (110)  [0041]

수 고, 도  에 라   역에 걸쳐   고 게 할 수 므  ECR 플라 마

생 역(160)  게 할 수 고, ECR 플라 마 생 역  게 므  ECR 플라 마   역

 할 수 , 러한 특징에 라  도체  처리가 가능할 뿐 아니라, 다수  도체 

 동시에 처리하는 것도 가능할 수 다.

도  4는  본   가  실시 에   ECR  플라 마  생 치에  삽 체가  치  상태  나타낸[0042]

사시도 고, 도 1 내지 도 3에 도시  들과 동  사한 들에 하여는 동 한  사 하 다.

도 4  참 하 , 본  가  실시 에  ECR 플라 마 생 치는 삽 체(180)  가  포함할 수[0043]

고, 나 지 들   도 1  도 2  동  사하다.

삽 체(180)는 1 도 (110),  안 나(120), 2 도 (130)  내  삽 고,  진행 향과[0044]

평행하게 치  수 다.  , 삽 체는 원  상  수 다. 또는, 상  삽 체는 원  상  

향에 라 간격    에 치한 재  포함할 수 다. 상  삽 체는  향(도 5  

살  향)에 라   가능하도  어 ECR 생 역  경에 라  가능하도  한다.

도 5는 도 4에 도시  삽 체(180)가 1 도 ,  안 나, 2 도  내  삽  상태   [0045]

했    통해 슬릿(151a) 아래에  생 는  포 과  하  한 시물  결과

 나타낸다. 도 5에  타원  연 는 역  슬릿(151a)  나타내 , 슬릿(151a)  나타내는 역 내에

시  색들   포  나타낸다.

도 5  참 하 , 슬릿(151a)  나타내는 역들 체에 색  시 고 , 는 슬릿(151a) 아래에[0046]

생 는  균 하게 포 고  알 수 다. 라 , 1 도 (110),  안 나(120), 2 도

(130)  내  삽 는 삽 체(181)  가  치하 , 가 다수  슬릿(151a)  균 하게 통과할 수

고, 슬릿(151a) 아래에  생 는  균 하게 포  수 다.  균 하게 포 에 라 ECR

플라 마 생 역(160) 내에   사 클 트  공  상태가 욱 해질 수 고,  역  ECR 플라

마 생 역(160) 체에 균 하게 ECR 플라 마가 생  수 다.

도 6  삽 체가 없는 상태   했   경우  슬릿 아래에  생 는  포 과  [0047]

하  한 시물  결과  나타낸다. 도 6에  타원  연 는 역  슬릿  나타내 , 슬릿  나타내

는 역 내에 시  색들   포  나타낸다.

도 7  도 4에 도시  삽 체가 1 도 ,  안 나, 2 도  내  삽  상태   했[0048]

  통해 슬릿 아래에  생 는  포 과  하  한 시물  결과  나타낸다.

도 8  도 5에 도시  삽 체가 1 도 ,  안 나, 2 도  내  삽  상태   했

  통해 슬릿 아래에  생 는  포 과  하  한 시물  결과  나타낸다.

도 7  8  참 하 , 슬릿  나타내는 역들 체에 색  시 고 , 도 7  8에  색  

시 는 역  도 6에 비해 욱 가  것  비 하여 할 수 다. 는 삽 체(181)가 치 는 경우, 

가 다수  슬릿  균 하게 통과 는 과 , 슬릿 아래에  생 는  균 하게 포 는 과가

욱 가  수  알 수 다.

시  실시 들에 한   본  술 야에  통상  지식  가진 가 본  하거[0049]

나 또는 실시할 수 도  공 다. 러한 실시 들에 한 다양한 변 들  본  술 야에  통상

지식  가진 에게 할 것 , 여 에   원리들  본   어남  없  다  실

시 들에  수 다. 그리하여, 본  여 에 시  실시 들  한 는 것  아니라, 여 에 시

 원리들  신규한 특징들과 는  에  해 어야 할 것 다.
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